
UKD 621.382.3 

NORMA BRANtOWA 

T ranzysłory BF 257, BF 258, ELEMENTY 
PÓŁPRZEWODNIKOWE 

BF 259 

l, PrzeÓ11iot normy, PrzeÓ11iotem normy sę krzemowe, 

planarne tranzystory n-p-n wysokonapiędowe, małej mo-

cY, wielkiej częstotliwości, typu BF 257, BF 25B,BF 259, 

w obudowie metalowej, do zastosowań powszechnego użytku 

oraz w urzędzeniach wymagajęcych zastosowania elemen­

tów o wysokiej i bardzo wysokiej jakości, 

Tranzystory przeznaczone sę do pracy we wzmacniaczach 

dużych sygnałów wielkiej częstotliwości oraz w stopniach 

wYjściowych wzmacniaczy wizyjnych odbiorników TV kolo-

rowej i czarno-białej, 

o. 
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. Kategoria ki ima tyczna - wg PN-73/E-04550 dla tranzy­
\ 
storów: 

Kolektor (C) tranzystora jest połęczony elektrycznie z 0- . 

budowę. 

- standardowych - 40/125/04, 

- wysokiej jakości - 40/125/21, 

- bardzo wysokiej jakości -. 40/125/56, 

2, Przykład oznaczenia tranzystorów 

a) standardowych: 

TAANZYSTOR BF 257 BN-eo/3375-31, Ol 40/125/04 

b) wysokiej jakości: 

TRANZYSTOR BF 257 BN-BO/3375-31.01 40/125/21 

c) bardzo wysokiej jakości: 

TRANZYSTOR BF=' 257 BN-BO/3375-31, 01 40/125/56 

3, Cechowanie tranzystorów powinno zawierać nazwę 

producenta, oznaczenie typu (podtypu) oraz oznakowan i e 

dodatkowe dla tranzystorów wysokiej i bardzo wysokiej ja­

kości, ' Tranzystory wysokiej jakoścr powinny być znakowa­

ne cyfrę 3, a tranzYstory bardzo wysokiej jakości cyfrę 4 

umieszczonę przed oznaczeniem typu, ' 

4, Wymiary i oznaczenie wyprowadzeń tranZYstora - wg 

rYsunku i tabl, l, 

El ementy obudowy wg PN-72/T -O 1503 

ark, 53 - obudowa C4, 

ark, 23 - podstawa B4C, 

Tabl ita 1 

Symbol Wymiary" mm 
wymiaru 

minimalny ncx:n i na I ny 

A 6, I -

a - 5, OB 1) 

l2i b3 - -
rfJD B,64 -

rfJD, B,O! -
F - -

'j 0,72 0,79 

k 0 , 74 -

l 12,7 13,5 

C( - -

P - -

1) Wym iar teoretyczny, 

Zgłouona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 

Kęt 

stopnie 

maksymalny nominalny 

6,6 -

- -
0,53 -
9,39 -
8,50 -

2,03 -

0,86 -
1. 14 -

15,2 -

- 45 1) 

- 90 1) 

Ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Podzespołów i Materiałów Elektronicznych 
UNITRA-ELEKTRON dnia 25 czerwca 1980 r. 

jako norma obowiązująca od dnia l stycznia 1981 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 16/1980 poz. 62) 

WYOAWNICTW' NORMALIZACYJNE 1980. D,u'. Wyd. No,m. W·w., A,k. wyd. 1,20 NokI. 2800 + SS Zomo 21>17180 Cena z.ł 7,20 



2 BNI-BO/337S~31. Ol 

$.,Badanla w' grupie A, ,B, C i D - wg ar-k. 00 p.S.I 

6. WYmagania szczegółowe do bacteń gr LIpY A. B. C I D 

a) badania podgrLlpy Al -sprawdzenie wymlar6w: D, D" 

,A, l wg rys; 1 i tabl. I, 

b) badania podgr-Llpy A2 - sprawdzenie podstawowych pa­

r-ametrów elektr-ycznych wg tabl. 2, 

c) badania podgrupy A3 - spr-awdzenle drugorzędnych pa­

Ml.metr-6w elektrycznych wg tabl. 3, 

d) badania podgrupy A4 - sprawdzenie parametrów elek­

tr-ycznych w t b= 12S
o

C (poziom III i IV) wg tabl,4, om 
e) badania podgrLlpy BI i CI 

- spr-awdzenie wytrzxmałościmechani,cznej wyprowadzeń: 

próba Ubmet9aa 2;2; S N, 3 cykle' ; pr-óba Ual' 5 N, 

- sprawdzenie szczelności: prÓba Qk, paziom nieszczel­

ności 1,5' 10-5 Pa' am3 /s, 

f) ba'dania podgrupy B3 - sprawdzenie wytrzyma,łoścl na 

spadki swobodne: położenie tranzYstora w czasie spadania 

wyprowadzen lam I do góry, 

g).I:~adanla , podgrLlpy B4 I C4 - sprawdzenie wYtrzymałoś­

cI: na udary ~Ielokrotne: mocowanie za obudowę, 

h) badania pOdgrupy 'B5 i es - sprawdzenie 
, " o 

ci ,na. nagłe zmhińy tempeMltury: 'TA -55' C, 

(poziom III" I IV), 

wy trzymałoś­

T »15S
o

C 
B 

j) badania podgrupy C2 - sprawdzenie parametrów el ek­

trycznych wg tabl. 3, 

k) badania podgrupy C3 - sprawdzenie masY wyrobu;I,! g, 

I) badania podgrupy C4 

- sprawdzenie wytrzymałości na przyspieszenie stałe: 

kierunek probierczy, obydwa kierunki wzdłu;t. osi wyprowa­

dzeń, mocowanie za obudowę, 

- sprawdzenie wytrzymałości na wibracje o stałej czę-

stotIiwości (poziom I) oraz o zmiennej częstotliwości (po­

ziom IlI ' i IV), mocowanie za obudowę, 

- sprawdzenie wytrzymałości na udary wielokr'otne: ' mo­

cowanie za obudowę, 

m) badanIa podgrupy CS - Ac:L 4, O, 

nJ badania podgrupy C7 - sprawdzenie wytrzymałośc'i na 
o 

zimno -55 C , 

o) badania podgrupy CB - sprawdzenie wytrzymałości na 

suche goriłco (poziom III i IV) IS5
0
C, 

p) badania podgrupy CIO - sprawdzenie wymiarów wg 

rys. I i tabl. l, 

r) badania podgrupy Dl (poziom III i IV) - sprawdzenie 

odporności na niskie ciśnienie atmosferyczne: temperatury 

naratenia 2S
o

C. 

s) badanie podgupy 04 - sprawdzenie wytrzymałości 

pleśó- po badaniu brak porostu pleśni, 

na 

t)' badanie podg,.upy 05 - sprawdzenie wytrzymałości na 

I) badania podgr-l.IPY S6 :I C6;..spr-awdżeni, e ,oclpornościl'ia , ' mgł'ęsÓlnę:poioienie',i:ran,zy~iora dowolne, 

naratenla elektryczne: tlkład OB wg PN';:7B!T::01SI5 tabl.,?, : 
o 

!omb-25C, IE-BmA, UCB=IOOV, 

, w'} p~r-am etryele~tI;; Yc~~e"sp;'aw'dz~rie ,w czasi e 
. , " . ' ~ '" . - : . " . . ".; :. . . '. 

b~ctar)iach gr~py B, C i [j w~ tabl. 5. ' ,,' , ' 

l, , :1'0 

, " . . 

' Tablica 2. Parametry elektryczne spraWdzane w ba~niu POdgrUpy ' A 2 (poziom I. III 'i ' IV) 

. Wartości graniczne 
Oznaczenie Metoda .Jed-

Lp. literowe pomiaru Warunki pomiaru nostka BF 257 BF 2SB BF' 259 
parametru wgPN-74/ 

T-O-l,S04 m in max min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 B g lO 11 

UCB " 100 V, 1 -O 
E - 50 - - - -

1 I
CBO 

ark. 05 [JCB= 200 V, IE"O nA - - - 50 - -
, 

UCB = 250 V, IE .. O - - - - - , 50 

2 ark. 04 
IC·l00/-LA 

V 160 250 - 300 -U(BR) CBO -1 = O B 

1 alO mA 
3 U(BR) CEO 1) ark. 07 C V 160 - 250 - 300 -1 = O 

E 

1 =100/-LA 
4 

U(BR) t!BO 
ark. 04 E V , 5 - 5 - 5 -1 "o C 

l - 30 mA 
5 h

21E 
1) ark. OB 

C , , 
25 , - 25 - 25 --, 

U
CE

-l0 V . , 

" .. 1) PomIar Impulsowy: tp~300 ~s, 6 ~2'l.. 
" 

, 
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a ca I I T bli 3 Parametry elektrvczne sprawdzane w badaniu podqrupy A3 i C2 (pozidm I III IV) 

• Wartości graniczne 

Oznaczenie 
Metoda Jed-

pomiaru Warunki pomiaru nos tka BF 257 BF 258 BF 259 
Lp . literowe 

parametru 
wg 

PN-74jT-01504 min max min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 UCE sal ark. 02 
lC= 30 mA 

V - ., 1 - 1 - 1 
la= 6 mA 

l C: 30 mA 

2 f T ark. 24 UCE = lO V MHz 40 - 40 - 30 -
f= 20 MHz " 

Tablica 4 Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podqrupy A4 (poziom III IV) , 
Wartości graniczne 

Oznaczenie 
Metoda Jed-

Lp. literowe 
pomiaru Warunki pomiaru nos tka BF 257 BF 258 BF 259 

parametru 
wg PN-74j 
T-Ol 504 min max min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 

U = 100 V ca 
l = O - 20 - - - -E o 
tumb = 125 C 

U
CB

= 200 V 

l lCBO 
ark. 05 I = O 

E o 
tamb = 125 C 

łkA - - - 20 - -

U
CB

= 250 V 

l - O E - - - - - 20 

tamb = I 25
0

C 

I I I I 
Tab! ica 5 Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach qrupy 8 C i O (pozim I III IV) 

Wartości graniczne 

Oznaczenia 
Metoda 

Podgrupa 
..,Jed-

I ilerowe 
pomiaru Warunki pomiaru 

badań 
nos tka BF 257 BF 258 BF 25~ 

parametru 
wg PN-74j 
T-Ol 504 min max min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

liCB = 100 v,IE: O Bl, 83, 84, 85, - 50 - - - -
·CI, C4, C5, 

[JCB - 200 V ,IE= O ·C7, C9, "Dl 1) - - - 50 - -
[JCB = 250 V, IE= O - - - - - · 50 -

lCBO ark. 05 nA 

UCB " 100V,lE=0 86, C6, C8 - 250 - - - -
UCB - 200 V , fE- O - - - 250 - -
U

CB 
= 250 V, IE - O - - - - - 250 

/JCB - 100 V, lE = O C2 3) - 20 - - - -

/JCB - 200 V, JE" O 
!-LA 

20 - - - - -
UCB " 250 V , lE" O - - - - - 20 

81, 83, ·84, 85, , 
CI, C2, C4, C5, 25 25 25 U

CE
: 1.0 V - - -

C7, C9 01 1) 
h

21E 
2) ark. 08 -

IC" 30 mA 86, C6, ce 20 - 20 - 20 -
C2 ~) lO - 10 - 10 -

1) W czasie badania. 
2) Pomiar impulsowY: tp~ 300 /Lsi 6 ~ 2%. 
3) W czasie badania odporności na suche goręco. 
~) W czasie badania odporności na zimno. 

7. Pozo,tałe postanowienia - wg BN-eoj3375-31.00. 

KONIEC 

Informacje dodatkowe 



Informacje dodatkowe do BN-80j3375-31. Ol 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opl"acowuJpca normę - Naukowo-ProdukcyJ_ 

ne CentrUll P6łpl"zewodnlk6w. 

2. Normy zwlpzane 

PN-73jE-04550 Wyroby elektrotechniczne. PI"6by śl"odo-

wiskowe 

'F'N-72jT -01503.23 Elementy p6łpl"zewodnikowe. 

i wymiary. Podstawa B4 

Zarysy 

PN-72jT -01503.53 Elementy p6łpl"zewodnikow.e. Zarysy 

I wymiary. Obudowa C4 

PN-74jT-01504.02 -Tl"anzystoI"Y. Pomiar napięć nasycenia 

UCE sal ' UBE suI 

PN-74jT -01504.04 Tranzystory. Pomiar napięć przebicia 

U(BR)CBO i U(BR)EBO 

-PN-74jT -01504.05 Tranzystory. Pom ial" PI"\,d6w wstecz-

nych [CBO I [EBO 

PN-74jT_01504.07 Tranzystory. Pomiar napi.~ć przebicia 

u U U U metodę impulsowę 
(BR)CEO' (BR)CER' (BR)CES (BR)C EX 

-PN-74jT-01504.08 Tranzystory. Pomiar [hZld metodę 
impul sow\,. 

PN-74jT-01504.24 Tranzystory. Pom ial" modułu h 21 e w 

zakresie w. cz. i częstotl iwości f T 

PN-78jT-OI515 Elementy p6łpl"zewodnikowe. Og61ne wy­

magania i badania 

BN-80j3375-31.00 Elementy p6łpl"zewodnikowe. TranzYsto­

ry małej mocy, wielkiej częstotl iwości. Wymagania i ba­

dania 

3. Normy zagraniczne 

RWPG GT Co B 1360-78 TpaH3HCTO,!»>1 TJ.łnOB - BF 257, 

BF 258, BF 259 - norma zgodna . 

4. Symbol wg K TM 

BF 257 - 1156223417001, 

BF 258 - 1156223418002, 

BF 259 - 1156223419003. 

5. Wartości dopuszczalne - wg tabl. 1-101"8Z rys. -I-I i 1-2 

Tablica I-I 

Wartości dopuszczalne 
Lp. 

Oznaczenie 
Nazwa parametru Jed-

parametru 
nos tka BF 257 BF 258 BF 259 

1 2 3 4 5 6 7 

1 UCBO Napięcie kolektor-baza V 160 250 300 

2 U
CEO 

Napięcie kolektor-emiter V 160 250 300 

3 UCER 
Napięcie kolektor-emiter przy RBE'I kil V 160 250 300 

4 UEBO Napięcia emiter-baza V ' 5 

5 lC PI"{ld kolektora A O, 1 

(ease ~ 50
0

C 5 
Całkowita moc wejściowa (stała lub średnia) W 

6 P na wszystkich elektrodach przy tamb ~ 25
0

C 101 
0,8 

7 t j Temperatura zł{lcza Oc 175 

8 t slg Temperatura przechowYwania Oc -55i+175 

9 tumb Temperatura otoczenia w czasie pracy Oc -40++125 
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Rys. 1-2. Zależność temperaturowa mocy strat Ptot=f(t) 
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Rys. 1-1. Obszar bezpiec znej pra c y tranzystorów BF 257 , 
BF 258, BF 259 

6, Dane charakterYstyczne - wg rys. 1-3.;. 1-9 i tabl. 1-2. 
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Rys. 1-6. Zale!ność pojemności sprzę!enia zwrotnego C12es 
od napięcia UCB; Clz es=f(UcBl 
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. ; . " 

10 
[eso 
[pFJ 9 

8 

7 

6 

S 

4 

3 

2. 

t 

o 

"-
......... 

"" 
........ 

...... 

' . ..... 
'. . ' ":" 

. '. 

Informacje dodatkowe do BN-80j3375-31. 01 

UCE 30V : 
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8 Informacje dodatkowe do 8N-80/3375-31. 01 

Typ 

LP. 
Oznaczenie Nazwa Warunki pomiaru Jed- 8F 257 BF 258 BF 259 parametru parametru nos tka 

, r.rHn typ max min typ max min typ max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

l' - 100 V 'CB 

1 = O - - 50 - - - - - -
O E o 

LIC B = 200 V 
lt) 
N 

I E • O " nA - - - - - 50 - - -
,Q 

~ 
U

CB
= 250 V " ~ 

lEE O - - - - - - - - 50 
Prę d zerowy 

I I
CB O 

kolektora 
UCB = 100 V 

I
E

= O - - 20 - - - - - -O , 
o 

lt) 

Uce= 200 V N -
fE. O 

JiA - - - - - 20 - - -n 
,Q 

lic B = 250 V 
~ 

~" 
20 

I E = O - - - - - - - --
Napięcie prze.. IC'" 100JiA 

2 
U(BR)CBO 

bicia , V 160 - - 250 - - 300 - -
kolektor-baza 

l = O 
B 

Napięcie prze- IC· lO mA 
3 U 1 bicia kolektor- V 160 250 300 , (BR)CEO - - - - -, -

-emiter l = O E 
Napięcie prze- l = 100 JiA E 

4 lI (BR)EBO 
bicia 

IC· O 
V 5 - - 5 - - 5 - -

emiter-baza 

Statyczny 
współczynnik l = 30 mA • 
wzmocnienia C 

5 h
21E 

l) prędowego w - 25 70 - 25 40 - 25 40 -
układzie wspól- U

CE 
= 10V 

nego emitera . 
Napięcie na- le ·30 mA 

6 UCEsat sycenia kolek- V - 0,2 1 - 0,4 1 - 0,5 1 
tor emiter J.B = 6mA 

Częstotl iwość IC = 30 mA 

7 f T graniczna [ ICE = 10V MHz -40 90 - 40 80 - 30 80 -
f- 20 MHz 

Pojemność 
U -' CB - 30 V 

8 CCBO kol ektor-baza l E • O pF - 4 - - 4 - - 4 -
f = 1 MHz. 

Pojemność -
sprzężenia ' lIcs - 30 V 
zwrotnego 
(przy wejściu 

fE'" 1 mA 9 C 12 es zwartym dla pF - 3,3 - - 3,3 - - 3,3 -
przebiegów 
zmiennych) w f = 1 MHz 

układzie wspól-
nego em itera 

l) Pomiar impulsowy: t p ~ 300 ILs, h~ 2%. 


